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(57)【要約】
　本発明は、コンポーネントキャリア、コンポーネント
モジュールの新規な製造方法および厚膜技術を利用する
該方法から製造されたキャリアおよびモジュールを提供
する。ある実施形態において、これらの方法を用いて、
照明デバイスチップキャリアおよびモジュールを形成す
る。さらなる実施形態において、これらの照明デバイス
チップキャリアおよびモジュールは、ＬＥＤ用途に用い
られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チップキャリアを製造する方法であって、
　対向する上面および下面を有するベース材料を準備し、
　誘電性厚膜組成物を準備し、
　前記誘電性厚膜組成物を、前記ベース材料の前記上面に適用し、
　前記誘電性厚膜組成物および前記ベース材料を焼成して、焼成されたベース層と焼成さ
れた誘電性層とを含む構造を形成し、
　前記誘電性層を少なくとも部分的に被覆する導電性層を適用すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ベース材料が、アルミニウム、酸化アルミニウム、アルミニウムの合金、ダイヤモ
ンドライクカーボン／アルミニウム、銅、アルミニウムの金属マトリックス、銅、アルミ
ニウムの金属マトリックス／カーボン／ファイバー複合体からなる群から選択されること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ベース材料が上面および下面を有し、前記上面が酸化されていることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記誘電性厚膜組成物が、厚膜ペースト組成物および厚膜テープ組成物を含む群から選
択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　焼成の前に、前記誘電性厚膜組成物を乾燥させることをさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記導電性層が厚膜ペースト組成物であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記上面が、アルミニウム、チタン、タンタルおよびジルコニウムからなる群から選択
される酸化金属を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記チップキャリアが、発光ダイオードチップキャリアであることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項９】
　チップキャリアを製造する方法であって、
　対向する上面および下面を有するベース材料を準備し、
　誘電性厚膜組成物を準備し、
　前記誘電性厚膜組成物を、前記ベース材料の前記上面に適用し、
　前記誘電性厚膜組成物および前記ベース材料を焼成して、焼成されたベース層と焼成さ
れた誘電性層とを含む構造を形成し、
　前記誘電性層を少なくとも部分的に被覆する導電性層を適用し、
　前記導電性層を焼成し、
　少なくとも１つのコンポーネントを準備し、
　前記誘電性層にコンポーネント取付け材料を適用し、
　前記コンポーネントを前記コンポーネント取付け材料に配置し、
　前記コンポーネントを前記導電性層に接続すること
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　焼成の前に、前記誘電性厚膜組成物を乾燥させることをさらに含むことを特徴とする請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記コンポーネントが、２つ以上のワイヤボンドと、はんだ材料と、導電性エポキシ材
料を含むがこれに限定されない導電性ダイ取付け材料とからなる群から選択される材料で
前記導電性層に接続されていることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンポーネント取付け材料が、前記導電性層に接触していないことを特徴とする請
求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記導電性層がＡｇを含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　封入剤を適用して、前記導電性層を部分的に被覆することをさらに含むことを特徴とす
る請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記導電性層が、Ｎｉ－Ａｕ層でめっきされていることを特徴とする請求項９に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記誘電性厚膜組成物および前記導電性層が、１つの工程で焼成されることを特徴とす
る請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記チップモジュールが、発光ダイオードチップモジュールであることを特徴とする請
求項９に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法により製造されることを特徴とする発光ダイオードチップキャリ
ア。
【請求項１９】
　請求項９に記載の方法により製造されることを特徴とする発光ダイオードチップモジュ
ール。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のモジュールを含むことを特徴とするデバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱効率のよいチップキャリアおよびモジュールの形成に関する。特に、本発
明は、誘電性厚膜組成物と、チップキャリアおよびモジュールの形成における該組成物の
使用とに関する。本発明のある実施形態は、これらに限られるものではないが、ＬＥＤバ
ックライト、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）照明、ディスプレイ関連光源、自動車照明、装
飾照明、標識および広告照明ならびにインフォメーション・ディスプレイ用途をはじめと
する様々な照明用途の発光ダイオード（ＬＥＤ）チップキャリアおよびモジュールに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　固体電子デバイスは、共役有機ポリマー層で製造することができる。共役ポリマーベー
スのダイオード、特に、発光ダイオード（ＬＥＤ）および光検出ダイオードが、ディスプ
レイおよびセンサ技術に用いる可能性のために、特に魅力的である。この種のデバイスは
、電極（アノードおよびカソード）により反対側に隣接し、固体基板上にある電気光活性
共役有機ポリマーの層またはフィルムを含む構造を有する。
【０００３】
　通常、ポリマーダイオード、特に、ＰＬＥＤ中の活性層として用いられる材料としては
、フォトルミネッセンスを示す半導体共役ポリマーが挙げられる。ある好ましい設定では
、ポリマーはフォトルミネッセンスを示し、かつ可溶性であり、溶液から均一な薄膜へと
処理可能である。
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【０００４】
　これらの有機ポリマーベースの電子デバイスのアノードは、従来から、比較的高い仕事
関数の金属で構築されている。このアノードは、半導体ルミネッセントポリマーの通常の
充填ｐバンドに正孔を注入する役割を果たす。
【０００５】
　バリウムやカルシウム等の比較的低い仕事関数の金属が、多くの構造においてカソード
材料として好ましい。この低い仕事関数のカソードは、半導体ルミネッセントポリマーの
通常の空のｐ*バンドに電子を注入する役割を果たす。アノードで注入された正孔とカソ
ードで注入された電子は、活性層内で放射再結合して、光が放出される。
【０００６】
　ＬＥＤ照明は、カンデラで表わされる軸上光度で、一般的に、特性を示すことができる
。強度は、有限領域の源から放射された立体角当たりのフラックスを表す。さらに、フラ
ックスは、全方向において、ソースから放出された光の合計量である。本発明においては
、フラックスを用いて、ＬＥＤの輝度を表す。
【０００７】
　放射光は、放射の視覚効果に関係なく、その放射エネルギーおよびパワーに従って指定
される。分光は、ＣＩＥ標準観察者応答曲線に従った人の視覚応答で指定される。さらに
、フォトニクスおよび固体物理学の分野においては、発光効率は、ルーメンで表わされる
分光フラックスと、ワットで表わされる放射フラックスとの間の変換率として定義される
。
【０００８】
　発光効率は、特定のＬＥＤ光源の主要波長の関数であることに留意されたい。例えば、
窒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）ＬＥＤは、４７０～５６０ｎｍの主要波長へのシ
フトに対応して、１ワット当たり８５～６００ルーメンの増加した発光効率を示す。一方
、アルミニウムインジウムリン化ガリウム（ＡｌＩｎＧａＰ）は、５８０～６４０ｎｍの
主要波長へのシフトに対応して、１ワット当たり５８０～８００ルーメンの減少した発光
効率を示す。本発明では、ＬＥＤのピーク透過率での発光効率を参照している。
【０００９】
　最も典型的な先行技術のＬＥＤは、３０～６０ミリワット以下の電力で動作するように
設計されている。最近、１ワットの入力電力で連続使用できる市販のＬＥＤが導入された
。このＬＥＤは、大きな電力を扱うため、以前のＬＥＤよりも遥かに大きな半導体チップ
を用いる。接合部温度を最小にし、照明性能を維持するのに放熱するために、これらの大
きなチップは、以前のＬＥＤ構造よりも、より効率的な熱導体（金属スラグ等）に通常、
装着される。
【００１０】
　典型的に、５ワットのＬＥＤは、１ワット当たり１８～２２ルーメンの効率で利用でき
、１０ワットのＬＥＤは、１ワット当たり６０ルーメンの効率で利用できる。この１０ワ
ットのＬＥＤ光デバイスは、一般的な５０ワットの白熱電球とほぼ同じ光を生成し、一般
照明のニーズに応えたＬＥＤの使用を促進する。
【００１１】
　現在利用できるＬＥＤデバイスはあるものの、放熱品質を増大し、製造プロセスが改善
され、低コストという利点等、改善された性能特性を提供できる改善されたＬＥＤモジュ
ールが尚必要とされている。その他の利点としては、チップとＴＣＥがより近く適合する
こと、より小さなサイズ、軽量であること、環境上安全であること、回路集積能力が大き
いこと、光反射性が高いこと、製造が簡単であること、さらに高い歩留まり、より広いプ
ロセス許容誤差、高い機械強度および効率的な放熱が挙げられる。先行技術のＬＥＤはい
ずれも、ＬＥＤチップキャリアおよびＬＥＤモジュールの形成に厚膜誘電性ペースト組成
物を使用するものはない。これを用いると、ベース材料（ある実施形態においては陽極酸
化層）における誘電性の改善、従って、性能特性の改善につながる。
【００１２】
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　既存の技術または材料は、高熱用途に、特に処理中、耐えられない。典型的な有機材料
は、３００℃未満で硬化する。厚膜技術は、３００℃を超えるような高熱用途に耐えられ
る。
【００１３】
　一例はラルソン（Ｌａｒｓｏｎ）による米国特許公報（特許文献１）である。ラルソン
（Ｌａｒｓｏｎ）は、炭化アルミニウム等、シリコンに近い高熱伝導率および熱膨張係数
を備えたベース層を有する熱効率のよい回路基板を開示している。ベース層の上は、陽極
酸化金属の層であり、ベース上に形成されて陽極酸化されたアルミニウム等の別の材料か
、ベースそのものの陽極酸化部分のいずれかである。陽極酸化金属には、低熱伝導率であ
るが、良好な電気絶縁性および接着品質を有する、テフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）（登録商標
）ＦＥＰ等のシーラント材料が適用される。シーラントは、多孔性陽極酸化金属構造のキ
ャビティに流れて、良好に固定されたボンドを形成する。金属ホイル層が、シーラント表
面にボンドされて用いられ、従来の方法により、導電性回路経路をパターン化する。ラル
ソン（Ｌａｒｓｏｎ）は、陽極酸化金属の微小なキャビティによって、ポアに流れるシー
ラント材料が固定されることを開示している。ラルソン（Ｌａｒｓｏｎ）は、さらに、テ
フロン（Ｔｅｆｌｏｎ）（登録商標）ＦＥＰを３００℃の融点まで加熱してから、２７５
ｐｓｉの圧力で、酸化アルミニウムの多孔性表面に押し付けると、陽極酸化金属が、シー
ラントのマトリックスとして機能して、シーラントが陽極酸化金属に固定されることを開
示している。
【００１４】
　例えば、印刷回路基板設計は、典型的に、かかる有機材料で形成されていて、高熱用途
に必要な高温に耐えられない。本発明は、高出力ＬＥＤ用途のような高温、高熱用途に有
用である。
【００１５】
　ＬＥＤチップキャリアデバイスの様々な設計および構成が、業界に提供されてきた。し
かしながら、いずれにも、様々な機能、製造可能性およびコストに関連した問題があった
。優れた性能特性のＬＥＤデバイスを機能させることが、ＬＣＤ用途のモジュールをはじ
めとする照明用途では尚必要とされている。放熱特性および熱伝導性を改善して、発光ダ
イオードモジュールの全体の色品質を改善し、モジュール寿命を増大させることである。
さらに、製造コストを下げ、面積の広いＬＥＤデバイスを製造することもＬＥＤデバイス
において必要とされている。本発明者らは、照明技術にかかる革新を付与するかかる材料
、方法、チップキャリアおよびモジュールを提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第５，６８７，０６２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、チップキャリアを製造する方法であって、対向する上面および下面を有する
ベース材料を準備し、誘電性厚膜組成物を準備し、該誘電性厚膜組成物を該ベース材料の
該上面に適用し、該誘電性厚膜組成物および該ベース材料を焼成して、焼成されたベース
層と焼成された誘電性層とを含む構造を形成し、該誘電性層を少なくとも部分的に被覆す
る導電性層を適用することを含む方法を提供する。さらなる実施形態において、チップキ
ャリアを製造する方法であって、該導電性層を焼成し、少なくとも１つのコンポーネント
を準備し、該誘電性層にコンポーネント取付け材料を適用し、該コンポーネントを該コン
ポーネント取付け材料に配置し、該コンポーネントを該導電性層に接続する工程をさらに
含む方法が開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明のチップ／コンポーネントキャリアの側断面図を表す。
【図２】コンポーネントが装着された本発明のチップ／コンポーネントモジュールの側断
面図を表す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明を、ＬＥＤ用途を参照して説明するが、様々な実施形態を、様々な照明用途をは
じめとする多数の電子用途に用いてよいものと考えられる。本発明は、さらに、（１）空
港、列車駅、および他の場所での公共情報掲示等の薄くかつ軽量のメッセージディスプレ
イ、（２）業務用装置および消費者のオーディオ／ビデオ機器でのオン／オフライトなど
の状況指示器、（３）ＴＶ、ＤＶＤ、およびＶＣＲのための遠隔制御における赤外ＬＥＤ
、（４）着色ガラスの背後の通常の白熱電球を置き換える交通標識のクラスタ、（５）自
動車指示器ライト、（６）自転車照明、（７）計算器および測定装置のディスプレイ、（
８）航空機コックピット、潜水艦およびシップブリッジ、天文観測所などの暗視装置が保
持されなければならない環境における、ならびに夜間の動物観察および軍用使用などの分
野における、指示器および英数字ディスプレイのための赤または黄色のＬＥＤ、（９）写
真暗室において、フィルムの望ましくない露光を生じない照明を提供するための赤または
黄色のＬＥＤ、（１０）フラッシュライトまたはトーチなどの照明、（１１）緊急または
信号を発する信号灯およびストロボ、（１２）機械的および光学的コンピュータマウスお
よびトラックボールのための移動センサ、（１３）高性能ＬＥＤプリンタ、および（１４
）一般的な家庭の照明器をはじめとする新規な照明デバイスを提供する。
【００２０】
　本発明は、改善されたチップキャリアおよびモジュールを提供する改善された製造方法
を開示している。ＬＥＤ用途において、チップは、例えば、１つ（白、赤、緑、または青
）または少なくとも３つの複数（白、赤、緑、および青）ＬＥＤチップであり、内蔵回路
ドライバか外部回路ドライバへの接続のいずれかを備えていて、放熱のための通路が提供
されている。
【００２１】
　ＬＥＤチップと任意の関連する光学材料とのある特定の組合せは、単一のチップセット
またはモジュールから白色光を提供するために必要とされることに留意されたい。本発明
の目的のために、かつ本文および特許請求の範囲を通して、ＬＥＤチップは、それらが白
色光を生じる限り、特定のＬＥＤチップおよび光学材料の組合せのこれらのタイプを表す
ために使用される。例えば、現在製造されるほとんどの白色ＬＥＤは、セリウムがドープ
されたイットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ：Ｃｅ）結晶から通常作られた黄色
の蛍光体コーティングで被覆された４５０ｎｍ～４７０ｎｍの青色の窒化ガリウム（Ｇａ
Ｎ）ＬＥＤを使用している。単結晶の形態のＹＡＧ：Ｃｅは、蛍光体よりむしろシンチレ
ータと考えられる。黄色の光は、人間の目の赤および緑の受容体を刺激するので、結果と
して生じる青色と黄色の光の混合は、白色の外観を与える。また、白色ＬＥＤを、高効率
なユーロピウムベースの赤色および青色を発する蛍光体と、緑色を発する銅およびアルミ
ニウムがドープされた硫化亜鉛（ＺｎＳ：Ｃｕ、Ａｌ）の混合物で、近ＵＶを発するＬＥ
Ｄをコートすることによって作ることもできる。白色光ＬＥＤを生成する別の選択肢は、
蛍光体を使用せず、ＺｎＳｅ基板上でホモエピタキシャル成長させたセレン化亜鉛（Ｚｎ
Ｓｅ）をベースにするものであり、それは、その活性領域からの青色光と、基板からの黄
色とを同時に発する。白色光はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）バックライトとして通常適用
されるけれども、光が前述の単一のチップセットから由来するか、または赤、緑、および
青ＬＥＤの組合せから由来するかに関わらない。
【００２２】
チップ／コンポーネントキャリアを製造する方法
　本発明は、チップ（またはコンポーネント）キャリアを製造する新規な方法であって、
（１）対向する上面および下面を有するベース材料を準備し、誘電性厚膜組成物を準備し
、該誘電性厚膜組成物を該ベース材料の該上面に適用し、該誘電性厚膜組成物および該ベ
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ース材料を焼成して、焼成されたベース層と焼成された誘電性層とを含む構造を形成し、
該誘電性層を少なくとも部分的に被覆する導電性層を適用することを含む方法を提供する
。
【００２３】
　図１において、ベース材料は、ベースＡｌ（図１、符号１０１）および酸化層（図１、
符号１０２）から構成される。誘電性層は、図１の符号１０３で表わされている。そして
導電性層（図１、符号１０４）。図１および２は、本発明のいくつかの実施形態を表して
いるだけであり、本明細書に開示された多くのベース材料を、本発明においては利用でき
ることに留意することが重要である。
【００２４】
　さらなる実施形態において、チップキャリアを製造する方法が開示されており、該導電
性層を焼成し、少なくとも１つのコンポーネントを準備し、該誘電性層にコンポーネント
取付け材料を適用し、該コンポーネントを該コンポーネント取付け材料に配置し、該コン
ポーネントを該導電性層に接続する工程をさらに含む。
【００２５】
ベース材料（基板）
　良好な熱導体である上面を含むベース材料または基板を用いるのが好ましい。本発明に
有用な上面としては、金属材料が例示される。有用な上面は、これらに限られるものでは
ないが、アルミニウム、チタン、タンタルおよびジルコニウムを含む群から選択される金
属を含む。対向する上面および下面は、同じ材料から形成されてもよいものと考えられる
。対向する上面および下面を含むベース材料として有用な追加の材料としては、これらに
限られるものではないが、アルミニウム、酸化アルミニウム、ダイヤモンドライクカーボ
ン／アルミニウム、銅、金属マトリックスアルミニウム／カーボン／ファイバー複合体、
銀、金、チタン、タンタルおよびジルコニウムを含む群を含む。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、上面は酸化される（アルミニウム含有基板材料の場合に
は陽極酸化される）。本明細書で用いる「酸化」とは、酸素と一体化して、酸化物含有フ
ィルムまたは層を形成することを意味する。本明細書で用いる「酸化」には陽極酸化が含
まれる。上面および下面を含む全ベース材料に、酸化上面が供給されてもよいことに留意
されたい。ベース材料の酸化は必要なく、本発明において任意に過ぎない。
【００２７】
誘電性厚膜ペーストまたはテープ組成物
　誘電性厚膜ペーストおよびテープ組成物は、本発明においては誘電性層として用いられ
る。誘電性厚膜ペーストおよびテープ組成物は、業界で周知であり市販されている。通常
、本発明で利用される厚膜組成物の種類は、エレクトロニクス業界で販売されている通常
の製品である。本発明では、処理中に組成物の有機物が燃焼または焼成される焼成可能な
厚膜組成物を利用している。厚膜ペーストおよびテープ組成物は、典型的に、有機媒体に
分散された誘電性粉末および／または無機バインダー（無機相）を含む。
【００２８】
　有機媒体は、典型的に、溶媒中のポリマー溶液である。加えて、少量の添加剤、例えば
、界面活性剤が、有機媒体の一部であってもよい。この目的で最もよく用いられるポリマ
ーは、エチルセルロースである。ポリマーのその他の例としては、エチルヒドロキシエチ
ルセルロース、ウッドロジン、エチルセルロースとフェノール樹脂の混合物、ワニス樹脂
および低級アルコールのポリメタクリレートも用いることができる。厚膜組成物で最も一
般的に用いられている溶剤は、エステルアルコールおよびテルペン、例えば、アルファ－
またはベータ－テルピネオール、あるいは他の溶剤、例えば、ピネン油、ケロセン、ジブ
チルフタレート、ブチルカルビトール、ブチル酢酸カルビトール、ヘキシレングリコール
および高沸点アルコールおよびアルコールエステルとの混合物である。さらに、基板適用
後に、迅速な硬化を促進する揮発性液体をビヒクルに含めることができる。これらおよび
その他の溶剤の様々な組み合わせを処方すると、所望の粘度および揮発性要件が達成され
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る。
【００２９】
　ある実施形態において有用な無機バインダーは、バイオックスコーポレーション（Ｖｉ
ｏｘ　Ｃｏｒｐ．）より製品番号２４９３５および２４９３５ＣＭとして市販されている
ガラス粉末を含む。フィラーもまた、本発明の無機相に存在していてもよい。一般的なフ
ィラーとしては、アルミナおよびシリカ、ならびに当業者に知られたその他多くが挙げら
れる。
【００３０】
　焼成前、処理要件には、任意の熱処理、例えば、乾燥、硬化、リフロー、はんだ付けお
よび厚膜技術の当業者に知られたその他のものが含まれる。本発明の誘電性層として有用
な厚膜ペーストおよびテープ組成物としては、本願特許出願人より市販されている製品番
号３５０３、誘電体ＡおよびＢが例示される。いくつかの実施形態の誘電体厚膜組成物に
おいて、本発明に有用な誘電体ＡおよびＢは、３％エチルセルロース、４％テルピネオー
ル、４％ジブチルフタレートおよび８５％ガラス／フィラーを含んでいた。用いたガラス
およびガラス／フィラーは、バイオックス（Ｖｉｏｘ）製品番号２４９３５および２４９
３５ＣＭであった。
【００３１】
　一実施形態において、本発明の厚膜誘電性組成物は、鉛フリーの厚膜組成物である。当
業者であれば、多数の誘電性厚膜組成物が、本発明の様々な実施形態で機能することが分
かる。これらの有用な組成物は、用途、システム要件、焼成プロフィール等に応じて異な
る。
【００３２】
　一実施形態において、誘電性厚膜組成物の無機相は、合計厚膜組成物に基づいて、５０
～９５重量パーセントの範囲である。さらなる範囲としては、無機相は、合計厚膜組成物
に基づいて、６０～９０重量パーセントの範囲である。さらなる実施形態において、誘電
性厚膜組成物の無機相は、合計厚膜組成物に基づいて、８０～９０重量パーセントの範囲
である。
【００３３】
　厚膜組成物は、当業者に周知の様々な適用方法により適用してよい。適用方法としては
、これらに限られるものではないが、スクリーン印刷、圧延、浸漬、スプレーおよびテー
プラミネーションが挙げられる。
【００３４】
　本発明の厚膜誘電性ペーストおよびテープ組成物は、１つまたは複数のガラス、１つま
たは複数の樹脂および１つまたは複数の溶剤を含む。処理または焼成時（典型的な焼成温
度、４５０～６００℃、好ましくは４８０～５６０℃、より好ましくは５００～５６０℃
で）、誘電体は、ガラス／セラミック複合体を形成して、結合強度を高める。厚膜組成物
（および中に含有されるガラス）の存在により、ベース材料と誘電性層との間の結合強度
は、形成されたガラス／セラミックの物理、機械および化学結合のために、先行技術の結
合強度より大幅に高い。この誘電性層は、熱反応性があり、ベース材料に対して、物理機
械結合と、化学結合の両方がなされる。
【００３５】
　さらに、焼成時、形成された誘電性層は、再加熱可能な非熱可塑性挙動を示す。実際、
形成された誘電性層は熱可塑性でない。ある実施形態においては、焼成の際に、結晶化ガ
ラスが形成される。
【００３６】
導電性層
　導電性層は、典型的に、導電性金属により形成される。一実施形態において、導電性層
は、厚膜ペーストまたはテープ組成物から形成される。厚膜ペーストおよびテープは硬化
または焼成される。典型的な導電性層は、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌ等を含む群から選択される金
属を含む。電気回路は、導電性層により形成される。
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【００３７】
　市販の厚膜ペーストおよびテープを本発明において用いてよい。本発明において導電性
層として有用な厚膜ペーストおよびテープとしては、本願特許出願人より市販されている
製品番号７７１３が例示される。
【００３８】
チップ／コンポーネントモジュールを製造する方法
　上述したチップ／コンポーネントキャリアを製造する方法より、チップ／コンポーネン
トモジュールを、追加の工程により形成してもよい。本発明の一実施形態は、チップ（ま
たはコンポーネント）モジュールを製造する方法であって、上面が酸化可能な、対向する
上面および下面を有するベース材料を準備し、該ベース材料の上面を酸化して、ベース層
および酸化層を形成し、誘電性厚膜組成物を酸化層に適用し、誘電性厚膜組成物、該ベー
ス層および酸化層を焼成して、焼成されたベース層、酸化層および誘電性層を形成し、該
誘電性層を少なくとも部分的に被覆する導電性層を適用し、該導電性層を焼成し、少なく
とも１つのコンポーネントを準備し、該誘電性層に、該導電性層（図２、符号１０４）に
接触していないコンポーネント取付け材料（図２、符号１０５）を適用し、該コンポーネ
ント（図２、符号１０６）を該コンポーネント取付け材料に配置し、該コンポーネントを
該導電性層に（一実施形態においては、２つ以上のワイヤボンドにより）（図２、符号１
０７）接続することを含む。異なる接着方法を必要とする２つの典型的な組み立て方法が
ある。（１）アンダーフィル（エポキシ）のはんだバンプを用いるフリップチップ法と、
（２）エポキシ、もしくはＡｇエポキシの金属パッド、もしくははんだ（はんだ可能な金
属パッドオンチップ）のいずれかを用いるフェースアップ法である。本発明の様々な実施
形態には、これらの組み立て方法の両方が含まれる。チップモジュールの１つの実施形態
は、ＬＥＤ用途に用いる発光ダイオードチップモジュールである。
【００３９】
　ベース材料、誘電性層および導電性層についての上述の詳細な説明は、本発明のコンポ
ーネントモジュール実施形態を製造する方法に適用可能であり、用いてよい。コンポーネ
ントモジュールを製造する方法をさらに以下に説明する。
【００４０】
コンポーネント取付け材料
　コンポーネントを取り付けるとき、典型的には、エポキシ材料またははんだにより取付
られる。鉛フリーのはんだが、ある実施形態においては、有用である。例えば、Ａｕ／Ｓ
ｎはんだが有用である。フリップチップおよびフェースアップ法に関する上記の記載を参
照のこと。
【００４１】
封入剤
　ある実施形態において、誘電性材料は、封入剤として用いられる。この封入剤を用いて
、導電性（典型的には、銀厚膜ペースト組成物）トレースを被覆して保護したり、かつ／
または発光ダイオード用途に用いる反射材料を与えるという追加の利点をもたらす。例え
ば、誘電性材料を、導電性トレース上の封入剤として用いて焼成すると、封入剤は白色に
なり、反射封入剤として有用である。様々な誘電性厚膜組成物が、封入剤として有用であ
る。これらの組成物は、市販の組成物である。
【実施例】
【００４２】
実施例
　本発明を、実際の実施例により詳述する。しかしながら、本発明の範囲は、これらの実
際の実施例に限定されるものではない。
【００４３】
例１～１７
　これらの実験の目的は、陽極酸化基板上にある本願特許出願人により提供された２つの
別個の本願特許出願人の実験用厚膜組成物（陽極酸化アルミニウム上面を備えたベース材
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料）を評価することであった。これらの誘電性組成物は、厚膜誘電性ペースト組成物であ
った。各誘電体ＡおよびＢを、４つの異なる導電性層（すなわち、銀Ａ、Ｂ、ＣおよびＤ
）で試験した。さらに、各誘電体、誘電体ＡおよびＢを、１回焼成、２回焼成し、１回焼
成および２回焼成の両誘電体を、４つの異なる導電性層のそれぞれで試験し、合計で１６
の例とした。誘電性層のない対照例１７も実施した。
【００４４】
　基板は、ニメットインダストリーズ社（Ｎｉｍｅｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．
）より供給された１”×１”に切断した厚さ４０ミルの陽極酸化アルミニウムであった。
この陽極酸化アルミニウムベース材料は、陽極酸化フィルム上面層（すなわち、陽極酸化
アルミニウム面）を含んでいた。陽極酸化フィルムは、厚さ３５～４０ミクロンであった
。誘電体Ａには、バイオックスコーポレーション（Ｖｉｏｘ　Ｃｏｒｐ．）、ガラス粉末
、製品番号２４９３５（Ｐｂ－Ｚｎ－Ｂ）を用い、誘電体Ｂには、バイオックスコーポレ
ーション（Ｖｉｏｘ　Ｃｏｒｐ．）、ガラス粉末、製品番号２４９３５ＣＭ（Ｐｂ－Ｚｎ
－Ｂ－Ｔｉ）を用いた。無機相は、合計厚膜組成物の約８５重量％であった。有機物（有
機媒体またはビヒクル）は、エチルセルロース樹脂、ジブチルフタレートおよびテルピネ
オールの溶剤システムから実質的になっていた。ただし、当業者に周知の他の有機媒体が
本発明において有用である。
【００４５】
　誘電性組成物（誘電体Ａおよび誘電体Ｂ）に、スクリーン印刷により１コート適用し（
約１４ｕｍ焼成）、室温で５分間、１５０℃で１５分間乾燥した。基板を、５６０℃で、
約４分のピークドウェル時間および６５分の合計焼成時間で焼成した。部品のグループも
また５６０℃で再焼成した。焼成したグループと２回焼成したグループの両方を、銀導体
（用いた１つの導体は、本願特許出願人より入手可能な製品番号７７１３であった）で、
全評価試験に用いた本願特許出願人の８０×８０ミル正方形パッドを備えた蛇行電極パタ
ーンを用いてスクリーン印刷した。１回焼成および２回焼成の両方を行ったグループ（銀
Ａ、Ｂ、ＣおよびＤをそれぞれ用いた電極Ａ、Ｂ、ＣおよびＤ）の４つの異なるＡｇ電極
を、本実験において評価した。各例において、銀組成物は、スクリーン印刷され（約１５
ｕｍ焼成厚さ）、室温で５分間乾燥、１５０℃で１５分間乾燥、５００℃で焼成して、電
極を形成した。誘電体のない対照部品もまた例１７として実験に含めた。銀導体を焼成し
た後、全てのグループの外観上の不良、水泡形成およびマッドクラッキングについて観察
した。
【００４６】
　グループの抵抗、はんだ許容性および接着力について評価した。抵抗測定は、４ワイヤ
マルチメータ（ＨＰ型番３４７８Ａマルチメータ）を用いて行った。抵抗は、銀パッドか
ら銀パッドまでで試験した。
【００４７】
　はんだ許容性試験により、ワイヤリードによりパッド上に組み立てた部品を６２Ｓｎ／
３６Ｐｂ／２Ａｇはんだに、摂氏２２０度で５秒のドウェル時間、露出したときに、形成
されたはんだボンドを評価した。部品のはんだ許容性（電極とワイヤリード間のボンド）
を観察した。
【００４８】
　最終評価は、ワイヤ引張り強さにより示される接着力であった。観察後、ＭＴＳインス
トロンにより、ワイヤ、Ａｇ電極、誘電体、陽極酸化Ａｌインタフェースの接着力を試験
できるように、はんだ付けした部品を、ワイヤリードにおいて９０度曲げることにより接
着力を試験した。引張り強さをニュートンで測定した。
【００４９】
例１～１６で用いた組成物
　誘電体組成物ＡおよびＢ（ペースト組成物）は、重量パーセントの合計ペースト組成物
中、３％エチルセルロース、４％テルピネオール、４％ジブチルフタレート、８５％無機
相（すなわち、ガラスまたはガラス／フィラー）を含んでいた。無機相を以下に示す。
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【００５０】
【表１】

【００５１】
　誘電性組成物、誘電体ＡおよびＢはそれぞれ、１回と２回焼成した（２つの別々にコー
トした誘電性層を焼成するのとは対照的に）。
【００５２】
　導電性層組成物（銀組成物）：合計重量パーセント導電性厚膜組成物に基づいて、１４
ｗｔ％エチルセルロース、３ｗｔ％テルピネオール、７０ｗｔ％銀、５ｗｔ％ガラス。銀
Ｄは、約７５ｗｔ％の銀を含み、ガラスは含んでいなかった。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　データを比較するとき、重要なのは、誘電体を再焼成するのは任意であり、必要ないこ
とである。このデータは、陽極酸化アルミニウムを備えたこれらの誘電体を用いる重要性
および利点を示している。誘電体なしで、７００モームの平均抵抗をＡｇパッドからＡｇ
パッドまでで測定した。誘電体ありで、１回焼成か２回の焼成のいずれかのＡまたはＢの
いずれも、導電性は測定されなかった。誘電体のさらなる評価によれば、良好なはんだ性
、銀Ｄへの接着力、およびＰｂベースまたはＰｂフリーの銀導電性組成物のいずれかを電
極候補として含めるのに銀組成物を最適化する機会が示されている。これらの試験から得
られた最も重要な結論は、これらの誘電体、誘電体ＡおよびＢは、「Ａｌ酸化物層のみ」
の絶縁性を増大するのに好適な絶縁体として作用し、焼成したフィルムが、誘電性層また
はＡｇ電極に水泡形成のない欠陥がないということであった。
【００５５】
例１８～２７
　ハードコート陽極酸化Ａｌ－３００３［酸化Ａｌ－これは、前の実験、上記の例１～１
６で用いたのと同じ陽極酸化基板である］
【００５６】
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　全体の外観（マッドクラッキング、粗さ、水泡形成等）を見る、特に、マッドクラッキ
ングおよび水泡形成または発泡を見ることにより、組成物の良し悪しの判断をした。「発
泡」とは、ここでは、脱気現象および／または焼結現象として定義され、ボイドまたは多
孔性ポケットが、焼成したフィルムに残り、フィルムが絶縁破壊電圧や短絡を生じやすく
なる。他の外観上の欠陥は、酸化物層の組成物のデウェッティングである。これらの外観
上の欠陥を評価し、それが存在する場合には、さらに電気的試験（短絡および絶縁破壊電
圧）を評価する前であっても、誘電性組成物の候補を除いた。
【００５７】
　ハードコート陽極酸化Ａｌ－３００３（厚さ４０ミル）では、いくつもの組成物が上手
くいかなかった。以下の表に挙げた組成物は、５４０℃の公称ピーク温度で、この基板上
で印刷および焼成したときに、期待できる結果を与えなかった。
【００５８】
【表３】

【００５９】
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【００６０】
　どのＰｂフリーの組成物でも、良好な焼成フィルムは得られなかった。バイオックスコ
ーポレーション（Ｖｉｏｘ　Ｃｏｒｐ．）製品番号２４９３５および２４９３５ＣＭは、
５６０℃の高温で、良好な結果を示すことができ、バイオックスコーポレーション（Ｖｉ
ｏｘ　Ｃｏｒｐ．）製品番号２４９２７は、通常の４８０℃よりも低い温度で焼成すると
、かなり良好な結果を示した。しかしながら、このガラスは、マッドクラッキングの兆候
を僅かだか示した。これらの誘電性組成物はいずれも、焼成条件等を含む処理プロフィー
ルの修正や全システムの修正（すなわち、異なるベース材料や導電性層で処理した場合）
で、良好な結果を示すことに留意することが重要である。
【００６１】
例２８～４３：ベアＡｌ基板（ベアＡｌ－１０５０）
　陽極酸化層のないベアアルミニウム基板（ベース材料）で試験を行った。上述したのと
異なる唯一のパラメータは、１）酸化物層がないこと、そして２）焼成温度が５２０℃で
あったことであった。以下の表では、良好だったものと不良だったもの（ＮＧ）で組成を
分けてある。これらの材料の組成は、ガラス、任意のフィラー（シリカ）、エチルセルロ
ース樹脂および溶剤テルピネオールであった。
【００６２】
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【表５】

【００６３】
　３つの組成物は良好であった。誘電体ＨおよびＪ組成物は、ＢＤＶ、接着力およびはん
だ性についてさらに試験した。これらの誘電体組成物のいずれも、焼成条件等をはじめと
する処理プロフィールの修正、または全システムの修正（すなわち、異なるベース材料ま
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たは導電性材料で処理した場合）で、良好な結果を示すことに留意することが重要である
。
【００６４】
金属マトリックス複合体（ＭＭＣ）基板（ニッケルめっきまたはＡｌおよびニッケルめっ
きされたベアＡｌ）でのさらなる例
　アルミニウムとカーボンファイバーのこの複合体もまた、他のアルミニウムとはＴＣＥ
が異なるが、さらに粗い表面を有する。表面粗さは、マッドクラッキングに影響する。上
記の誘電体も全て、ＭＭＣについて試験したところ、全てマッドクラッキングの問題を有
していた。

【図１】

【図２】
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